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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】有機発光素子の劣化による輝度の低下及び輝度
の偏差を減少させることができる有機発光表示装置を提
供する。
【解決手段】データ電圧に基づいたデータ電流によって
発光する有機発光素子を有する複数のサブ画素を含む表
示パネル１００、上記各サブ画素に表示されたデータを
累積して格納するメモリ３００、及び上記メモリに格納
された各サブ画素の累積データを基盤に上記各サブ画素
の輝度を増加させたり減少させるための劣化補償ゲイン
値を算出し、算出された上記劣化補償ゲイン値に応じて
上記各サブ画素に供給される入力データを変調して各サ
ブ画素の変調データを生成し、上記変調データを上記デ
ータ電圧に変換するとともに上記変調データを該当サブ
画素の累積データに累積して上記メモリに格納するパネ
ル駆動部２００を含んで構成されることを特徴とする。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　データ電圧に基づいたデータ電流によって発光する有機発光素子を有する複数のサ
ブ画素を含む表示パネル;
　　　上記各サブ画素に表示されたデータを累積して格納するメモリ;及び
　　　上記メモリに格納された各サブ画素の累積データを基盤に上記各サブ画素の輝度を
増加させたり減少させるための劣化補償ゲイン値を算出し、算出された上記劣化補償ゲイ
ン値に応じて上記各サブ画素に供給される入力データを変調して各サブ画素の変調データ
を生成し、上記変調データを上記データ電圧に変換するとともに上記変調データを該当サ
ブ画素の累積データに累積して上記メモリに格納するパネル駆動部を含んで構成されるこ
とを特徴とする有機発光表示装置。
【請求項２】
　　　上記パネル駆動部は劣化補償部を含み、
　　　上記劣化補償部は、
　　　上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定された複数の補償
時点ごとに上記各サブ画素の輝度を初期輝度に増加させるための上記各サブ画素の劣化補
償ゲイン値を算出する劣化補償ゲイン値算出部;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成するデータ変調部;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納するデータ累積部を含んで構成されることを特徴とする請求項1に記載の有機発
光表示装置。
【請求項３】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部は、
　　　上記複数の補償時点ごとに上記初期輝度と対比して設定された輝度低下時点に対応
する補償時点累積データと上記各サブ画素の累積データを比較し、
　　　上記比較結果に応じて上記各サブ画素の累積データが上記補償時点累積データと同
じかあるいはより大きい場合、上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出することを特徴
とする請求項2に記載の有機発光表示装置。
【請求項４】
　　　上記パネル駆動部は劣化補償部を含み、
　　　上記劣化補償部は、
　　　上記メモリに格納された全てのサブ画素の累積データのうち最大累積データに基づ
いて設定された複数の補償時点ごとに上記各サブ画素の輝度を上記最大累積データを有す
るサブ画素の輝度に減少させるための上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する劣化
補償ゲイン値算出部;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成するデータ変調部;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納するデータ累積部を含んで構成されることを特徴とする請求項1に記載の有機発
光表示装置。
【請求項５】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部は、
　　　上記複数の補償時点ごとに上記最大累積データと上記初期輝度と対比して設定され
た輝度低下時点に対応する補償時点累積データを比較し、
　　　上記比較結果に応じて上記最大累積データが上記補償時点累積データと同じかある
いはより大きい場合、上記最大累積データと各サブ画素の累積データ間の差値に基づいて
各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出することを特徴とする請求項4に記載の有機発光表
示装置。
【請求項６】
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　　　上記パネル駆動部は劣化補償部を含み、
　　　上記劣化補償部は、
　　　上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定された複数の補償
時点ごとに劣化補償基準データを算出し、上記各サブ画素の輝度を上記劣化補償基準デー
タを有するサブ画素の輝度に増加させたり減少させるための上記各サブ画素の劣化補償ゲ
イン値を算出する劣化補償ゲイン値算出部;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成するデータ変調部;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納するデータ累積部を含んで構成されることを特徴とする請求項1に記載の有機発
光表示装置。
【請求項７】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部は、上記各サブ画素の累積データのうち最大値を有す
る最大累積データと最小値を有する最小累積データの中央(mean)累積データ、または全て
のサブ画素の累積データに関する平均累積データを上記劣化補償基準データとして算出し
、
　　　上記複数の補償時点ごとに上記劣化補償基準データと上記初期輝度と対比して設定
された輝度低下時点に対応する補償時点累積データを比較し、
　　　上記比較結果に応じて上記劣化補償基準データが上記補償時点累積データと同じか
あるいはより大きい場合、上記劣化補償基準データと各サブ画素の累積データ間の差値に
基づいて各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出することを特徴とする請求項6に記載の有
機発光表示装置。
【請求項８】
　　　上記サブ画素の累積データが上記劣化補償基準データより小さい場合、上記劣化補
償ゲイン値は上記1未満の実数値を有し、
　　　上記サブ画素の累積データが上記劣化補償基準データより大きい場合、上記劣化補
償ゲイン値は上記1以上の実数値を有することを特徴とする請求項7に記載の有機発光表示
装置。
【請求項９】
　　　上記劣化補償部は、上記データ変調部から出力される上記各サブ画素の変調データ
の階調値を分析して劣化加重値を算出し、算出された劣化加重値を該当サブ画素の変調デ
ータに反映させて補正する劣化加重値反映部をさらに含んで構成され、
　　　上記データ累積部は、上記補正された変調データを上記該当サブ画素の累積データ
に累積して上記メモリに格納することを特徴とする請求項2～8のうちいずれか一項に記載
の有機発光表示装置。
【請求項１０】
　　　上記劣化加重値は、同一の累積データを有する有機発光素子の劣化特性が同一であ
るように上記変調データの階調値に応じてそれぞれ異なるように設定されることを特徴と
する請求項9に記載の有機発光表示装置。
【請求項１１】
　　　データ電圧に基づいたデータ電流によって発光する有機発光素子を有する複数のサ
ブ画素を含む表示パネルを有する有機発光表示装置の駆動方法において、
　　　メモリに格納された各サブ画素の累積データを基盤に上記各サブ画素の輝度を増加
させたり減少させるための劣化補償ゲイン値を算出し、算出された上記劣化補償ゲイン値
に応じて上記各サブ画素に供給される入力データを変調して各サブ画素の変調データを生
成し、上記変調データを該当サブ画素の累積データに累積して上記メモリに格納する段階
(A);及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記データ電圧に変換して上記各サブ画素に供給す
る段階(B)を含んでなることを特徴とする有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１２】
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　　　上記段階(A)は、
　　　上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定された複数の補償
時点ごとに上記各サブ画素の輝度を初期輝度に増加させるための上記各サブ画素の劣化補
償ゲイン値を算出する段階;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成する段階;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納する段階を含んでなることを特徴とする請求項11に記載の有機発光表示装置の駆
動方法。
【請求項１３】
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階は、
　　　上記複数の補償時点ごとに上記初期輝度と対比して設定された輝度低下時点に対応
する補償時点累積データと上記各サブ画素の累積データを比較する段階;及び
　　　上記比較結果に応じて上記各サブ画素の累積データが上記補償時点累積データと同
じかあるいはより大きい場合、上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階を含ん
でなることを特徴とする請求項12に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１４】
　　　上記段階(A)は、
　　　上記メモリに格納された全てのサブ画素の累積データのうち最大累積データに基づ
いて設定された複数の補償時点ごとに上記各サブ画素の輝度を上記最大累積データを有す
るサブ画素の輝度に減少させるための上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階
;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成する段階;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納する段階を含んでなることを特徴とする請求項11に記載の有機発光表示装置の駆
動方法。
【請求項１５】
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階は、
　　　上記複数の補償時点ごとに上記最大累積データと上記初期輝度と対比して設定され
た輝度低下時点に対応する補償時点累積データを比較する段階;及び
　　　上記比較結果に応じて上記最大累積データが上記補償時点累積データと同じかある
いはより大きい場合、上記最大累積データと各サブ画素の累積データ間の差値に基づいて
各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階を含んでなることを特徴とする請求項14に
記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　　　上記段階(A)は、
　　　上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定された複数の補償
時点ごとに劣化補償基準データを算出し、上記各サブ画素の輝度を上記劣化補償基準デー
タを有するサブ画素の輝度に増加させたり減少させるための上記各サブ画素の劣化補償ゲ
イン値を算出する段階;
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力データを変調し
て各サブ画素の変調データを生成する段階;及び
　　　上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモ
リに格納する段階を含んでなることを特徴とする請求項11に記載の有機発光表示装置の駆
動方法。
【請求項１７】
　　　上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階は、
　　　上記各サブ画素の累積データのうち最大値を有する最大累積データと最小値を有す
る最小累積データの中央(mean)累積データ、または全てのサブ画素の累積データに関する
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平均累積データを上記劣化補償基準データとして算出する段階;
　　　上記複数の補償時点ごとに上記劣化補償基準データと上記初期輝度と対比して設定
された輝度低下時点に対応する補償時点累積データを比較する段階;及び
　　　上記比較結果に応じて上記劣化補償基準データが上記補償時点累積データと同じか
あるいはより大きい場合、上記劣化補償基準データと各サブ画素の累積データ間の差値に
基づいて各サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階を含んでなることを特徴とする請
求項16に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【請求項１８】
　　　上記サブ画素の累積データが上記劣化補償基準データより小さい場合、上記劣化補
償ゲイン値は上記1未満の実数値を有し、
　　　上記サブ画素の累積データが上記劣化補償基準データより大きい場合、上記劣化補
償ゲイン値は上記1以上の実数値を有することを特徴とする請求項17に記載の有機発光表
示装置の駆動方法。
【請求項１９】
　　　上記段階(A)は、
　　　上記データ変調部から出力される上記各サブ画素の変調データの階調値を分析して
劣化加重値を算出する段階;及び
　　　算出された劣化加重値を該当サブ画素の変調データに反映させて補正する段階をさ
らに含んでなり、
　　　上記メモリには上記補正された変調データと上記該当サブ画素の累積データが累積
して格納されることを特徴とする請求項12～18のうちいずれか一項に記載の有機発光表示
装置の駆動方法。
【請求項２０】
　　　上記劣化加重値は、同一の累積データを有する有機発光素子の劣化特性が同一であ
るように上記変調データの階調値に応じてそれぞれ異なるように設定されることを特徴と
する請求項19に記載の有機発光表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は、有機発光表示装置及びその駆動方法に関するものであり、より具体的に
は、有機発光素子の劣化を補償できるようにした有機発光表示装置及びその駆動方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　　　最近、マルチメディアの発達とともに平板表示装置の重要性が増大している。これ
に応えて液晶表示装置、プラズマ表示装置、有機発光表示装置などの平板表示装置が商用
化されている。このような平板表示装置のうち、有機発光表示装置は、高速の応答速度を
有し、自己発光であるので視野角に問題がなく、そのため次世代の平板表示装置として注
目されている。
【０００３】
　　　一般的な有機発光表示装置は、複数の画素を含む表示パネルと各画素を発光させる
パネル駆動部を含む。ここで、各画素は、複数のデータラインと複数のゲートラインの交
差によって定義される画素領域に形成される。
【０００４】
　　 各画素は、図1に示された通り、スイッチングトランジスタ(Tsw)、駆動トランジス
タ(Tdr)、キャパシタ(Cst)、及び有機発光素子(OLED)を含む。
【０００５】
　　 スイッチングトランジスタ(Tsw)は、ゲートライン(GL)に供給されるゲート信号(GS)
によってスイッチングされてデータライン(DL)に供給されるデータ電圧(Vdata)を駆動ト
ランジスタ(Tdr)に供給する。
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【０００６】
　　　駆動トランジスタ(Tdr)は、スイッチングトランジスタ(Tsw)から供給されるデータ
電圧(Vdata)によってスイッチングされて駆動電圧(VDD)により有機発光素子(OLED)に流れ
るデータ電流(Ioled)を制御する。
【０００７】
　　　キャパシタ(Cst)は、駆動トランジスタ(Tdr)のゲート端子とソース端子の間に接続
されて駆動トランジスタ(Tdr)のゲート端子に供給されるデータ電圧(Vdata)に対応する電
圧を格納し、格納された電圧で駆動トランジスタ(Tdr)をターン-オンさせる。
【０００８】
　　　有機発光素子(OLED)は、駆動トランジスタ(Tdr)のソース端子とカソード電圧(VSS)
が印加されるカソード電極の間に電気的に接続されて駆動トランジスタ(Tdr)から供給さ
れるデータ電流(Ioled)によって発光する。
【０００９】
　　　このような一般的な有機発光表示装置の各画素は、データ電圧(Vdata)による駆動
トランジスタ(Tdr)のスイッチングを利用して駆動電圧(VDD)によって有機発光素子(OLED)
に流れるデータ電流(Ioled)の大きさを制御し、有機発光素子(OLED)を発光させることに
よって、所定の映像を表示するようになる。
【００１０】
　　　図2は、一般的な有機発光素子の時間に応じた輝度の変化を示すグラフである。
【００１１】
　　　図2に示された通り、一般的に有機発光素子は、駆動時間が増加するほど劣化(degr
adation)速度が加速化し、輝度特性がだんだん減少することが分かる。
【００１２】
　　　従って、一般的な有機発光表示装置においては、有機発光素子(OLED)の劣化によっ
て輝度の低下及び輝度の偏差が発生するという問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　　　本発明は前述した問題を解決するために案出されたものであって、有機発光素子の
劣化による輝度の低下及び輝度の偏差を減少させることができるようにした有機発光表示
装置及びその駆動方法を提供することを技術的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　　　前述した技術的課題を達成するため本発明による有機発光表示装置は、データ電圧
に基づいたデータ電流によって発光する有機発光素子を有する複数のサブ画素を含む表示
パネル;上記各サブ画素に表示されたデータを累積して格納するメモリ;及び上記メモリに
格納された各サブ画素の累積データを基盤に上記各サブ画素の輝度を増加させたり減少さ
せるための劣化補償ゲイン値を算出し、算出された上記劣化補償ゲイン値に応じて上記各
サブ画素に供給される入力データを変調して各サブ画素の変調データを生成し、上記変調
データを上記データ電圧に変換するとともに上記変調データを該当サブ画素の累積データ
に累積して上記メモリに格納するパネル駆動部を含んで構成されることを特徴とする。
【００１５】
　　　本発明による有機発光表示装置の駆動方法は、データ電圧に基づいたデータ電流に
よって発光する有機発光素子を有する複数のサブ画素を含む表示パネルを有する有機発光
表示装置の駆動方法において、メモリに格納された各サブ画素の累積データを基盤に上記
各サブ画素の輝度を増加させたり減少させるための劣化補償ゲイン値を算出し、算出され
た上記劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素に供給される入力データを変調して各サ
ブ画素の変調データを生成し、上記変調データを該当サブ画素の累積データに累積して上
記メモリに格納する段階(A);及び上記各サブ画素の変調データを上記データ電圧に変換し
て上記各サブ画素に供給する段階(B)を含んでなることを特徴とする。
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【００１６】
　　　上記段階(A)は、上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定
された複数の補償時点ごとに上記各サブ画素の輝度を初期輝度に増加させるための上記各
サブ画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階;上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じ
て上記各サブ画素の入力データを変調して各サブ画素の変調データを生成する段階;及び
上記各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモリに格
納する段階を含むようにしても良い。
【００１７】
　　　上記段階(A)は、上記メモリに格納された全てのサブ画素の累積データのうち最大
累積データに基づいて設定された複数の補償時点ごとに上記各サブ画素の輝度を上記最大
累積データを有するサブ画素の輝度に減少させるための上記各サブ画素の劣化補償ゲイン
値を算出する段階;上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上記各サブ画素の入力デ
ータを変調して各サブ画素の変調データを生成する段階;及び上記各サブ画素の変調デー
タを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモリに格納する段階を含むようにし
ても良い。
【００１８】
　　　上記段階(A)は、上記メモリに格納された各サブ画素の累積データに基づいて設定
された複数の補償時点ごとに劣化補償基準データを算出し、上記各サブ画素の輝度を上記
劣化補償基準データを有するサブ画素の輝度に増加させたり減少させるための上記各サブ
画素の劣化補償ゲイン値を算出する段階;上記各サブ画素の劣化補償ゲイン値に応じて上
記各サブ画素の入力データを変調して各サブ画素の変調データを生成する段階;及び上記
各サブ画素の変調データを上記該当サブ画素の累積データに累積して上記メモリに格納す
る段階を含むようにしても良い。
【００１９】
　　　上記段階(A)は、上記データ変調部から出力される上記各サブ画素の変調データの
階調値を分析して劣化加重値を算出する段階;及び算出された劣化加重値を該当サブ画素
の変調データに反映させて補正する段階をさらに含んでなり、上記メモリには上記補正さ
れた変調データと上記該当サブ画素の累積データが累積されて格納されるようにしても良
い。
【発明の効果】
【００２０】
　　　本発明による有機発光表示装置及びその駆動方法は、サブ画素それぞれの累積デー
タに基づいて各サブ画素に供給されるデータを変調することによって、各サブ画素の有機
発光素子の劣化による輝度の低下及び輝度の偏差を減少させることができ、輝度の偏差に
よる残像を改善し、有機発光素子の寿命を延長させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図1は、一般的な有機発光表示装置の1つの画素の構造を示す図面である。
【図２】図2は、一般的な有機発光素子の時間に応じた輝度の変化を示すグラフである。
【図３】図3は、本発明の実施例による有機発光表示装置を説明するための図面である。
【図４】図4は、図3に示された本発明の第1実施例による劣化補償部を説明するためのブ
ロック図である。
【図５】図5は、本発明の第1実施例と第1比較例による有機発光素子の駆動時間に応じた
輝度の変化を示すグラフである。
【図６】図6は、図3に示された本発明の第2実施例による劣化補償部を説明するためのブ
ロック図である。
【図７】図7は、電気的ストレスによる有機発光素子の劣化特性を説明するための図面で
ある。
【図８】図8は、一般的な有機発光素子の劣化特性による輝度の偏差を説明するための図
面である。
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【図９】図9は、図3に示された本発明の第3実施例による劣化補償部を説明するためのブ
ロック図である。
【図１０】図10は、本発明におけるサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示すグラフ
である。
【図１１】図11は、図3に示された本発明の第4実施例による劣化補償部を説明するための
ブロック図である。
【図１２】図12は、本発明におけるサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示すグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　　　本明細書において記述される用語の意味は、次の通り理解されるべきである。
【００２３】
　　　単数の表現は、文脈上明確に異なるように定義しない限り複数の表現を含むものと
して理解されなければならない。
【００２４】
　　　「含む」または「有する」などの用語は、1つまたはそれ以上の異なる特徴や数字
、段階、動作、構成要素、部分品またはこれらを組み合わせたものの存在あるいは付加可
能性を予め排除しないものとして理解されなければならない。
【００２５】
　　　「少なくとも1つ」という用語は、1つ以上の関連項目から提示可能な全ての組合わ
せを含むものとして理解されなければならない。例えば、「第1項目、第2項目及び第3項
目のうち少なくとも1つ」という意味は、第1項目、第2項目または第3項目それぞれだけで
なく第1項目、第2項目及び第3項目のうち2つ以上から提示されることができる全ての項目
の組合わせを意味する。
【００２６】
　　　以下では、本発明による有機発光表示装置及びその駆動方法の好ましい実施例を添
付した図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　　　図3は、本発明の実施例による有機発光表示装置を説明するための図面である。
【００２８】
　　　図3を参照すると、本発明の実施例による有機発光表示装置は、表示パネル(100)、
パネル駆動部(200)、及びメモリ(300)を含んで構成される。
【００２９】
　　　上記表示パネル(100)は、複数のサブ画素(SP)を含む。複数のサブ画素(SP)は、互
いに交差する複数のゲートライン(GL)及び複数のデータライン(DL)によって定義される画
素領域に形成される。そして、上記表示パネル(100)には、複数のデータライン(DL)それ
ぞれに並んで形成されてパネル駆動部(200)から駆動電圧が供給される複数の駆動電圧ラ
イン(PL1)が形成されている。
【００３０】
　　　複数のサブ画素(SP)それぞれは、赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素、及
び白色サブ画素のうちいずれか1つであることができる。1つの映像を表示する1つの単位
画素は、隣接した赤色サブ画素、緑色サブ画素、青色サブ画素、及び白色サブ画素を含ん
だり、赤色サブ画素、緑色サブ画素、及び青色サブ画素を含むことができる。
【００３１】
　　　上記複数のサブ画素(SP)それぞれは、有機発光素子(OLED)及び画素回路(PC)を含む
。
【００３２】
　　　上記有機発光素子(OLED)は、上記画素回路(PC)と上記第2電源ライン(PL2)の間に接
続され、上記画素回路(PC)から供給されるデータ電流（data current）の量に比例して発
光することによって、所定のカラー光を放出する。このために、上記有機発光素子(OLED)
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は、上記画素回路(PC)に接続されたアノード電極(または画素電極)、第2駆動電源ライン(
PL2)に接続されたカソード電極(または反射電極)、及びアノード電極とカソード電極の間
に形成されて赤色、緑色、青色、及び白色のうちある1つの色の光を放出する発光セルを
含んで構成される。ここで、上記発光セルは、正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層の構造
または正孔注入層/正孔輸送層/有機発光層/電子輸送層/電子注入層の構造を有するように
形成されることができる。さらに、上記発光セルには、上記有機発光層の発光効率及び/
又は寿命などを向上させるための機能層が追加で形成されることができる。
【００３３】
　　　上記画素回路(PC)は、パネル駆動部(200)からゲートライン(GL)に供給されるゲー
トオン電圧レベルのゲート信号(GS)に応答してパネル駆動部(200)からデータライン(DL)
に供給されるデータ電圧(data voltage、Vdata)に対応するデータ電流を有機発光素子(OL
ED)に供給する。この時、上記データ電圧(Vdata)は、上記有機発光素子(OLED)の劣化特性
が補償された電圧値を有する。このために、上記画素回路(PC)は、薄膜トランジスタの形
成工程によって基板上に形成されるスイッチングトランジスタ、駆動トランジスタ、及び
少なくとも1つのキャパシタを含んで構成される。このような上記画素回路(PC)は図1に示
された従来の画素と同一であるため、これに関する説明は省略する。
【００３４】
　　　上記パネル駆動部(200)は、現在フレームの以前フレームまでメモリ(300)に累積さ
れた各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)を基盤に各サブ画素(SP)に適用される劣化補償
ゲイン値を算出して現在フレームの各サブ画素(SP)の入力データ(Idata)を変調（modulat
e）し、各サブ画素(SP)の変調データ(modulated date、 Mdata)を該当サブ画素(SP)の累
積データ(accumulated data、Adata)に累積（accumulate）して上記メモリ(300)に格納し
、各サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)をデータ電圧(Vdata)に変換して各サブ画素(SP)に
供給する。
【００３５】
　　　上記メモリ(300)は、現在フレームの以前フレームまでの上記パネル駆動部(200)に
よって累積される各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)を各サブ画素(SP)単位に格納し、
これを上記パネル駆動部(200)に提供する。ここで、上記メモリ(300)に格納された累積デ
ータは初期化されず、有機発光表示装置が駆動される間に持続的に累積される。
【００３６】
　　　上記パネル駆動部(200)は、劣化補償部(210)、タイミング制御部(220)、ゲート駆
動回路部(230)、及びデータ駆動回路部(240)を含んで構成される。
【００３７】
　　　上記劣化補償部(210)は、メモリ(300)に累積された各サブ画素(SP)の累積データを
基盤に各サブ画素(SP)に適用される劣化補償ゲイン値を算出して現在フレームの各サブ画
素(SP)の入力データ(Idata)を変調し、各サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を該当サブ画
素(SP)の累積データに累積して上記メモリ(300)に格納すると同時にタイミング制御部(22
0)に提供する。
【００３８】
　　　上記タイミング制御部(220)は、外部のシステム本体(図示せず)またはグラフィッ
クカード(図示せず)から入力されるタイミング同期信号(TSS)によってゲート駆動回路部(
230)とデータ駆動回路部(240)それぞれの駆動タイミングを制御する。即ち、上記タイミ
ング制御部(220)は、垂直同期信号、水平同期信号、データイネーブル信号、ドットクロ
ックなどのタイミング同期信号(TSS)に基づいてゲート制御信号(GCS)及びデータ制御信号
(DCS)を生成し、ゲート制御信号(GCS)を通じてゲート駆動回路部(230)の駆動タイミング
を制御して、これと同期されるようにデータ制御信号(DCS)を通じてデータ駆動回路部(24
0)の駆動タイミングを制御する。
【００３９】
　　　また、上記タイミング制御部(220)は、上記劣化補償部(210)から供給される各サブ
画素(SP)の変調データ(Mdata)が表示パネル(100)の画素配置構造に適するようになるよう
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に、画素データ(DATA)に整列（align）し、整列された画素データ(DATA)を所定のインタ
ーフェース方式に基づいてデータ駆動回路部(240)に供給する。
【００４０】
　　　一方、上記タイミング制御部(220)は、上記劣化補償部(210)を含んで構成されるこ
とができる。この場合、上記劣化補償部(210)は、上記タイミング制御部(220)に内蔵され
ることができ、この場合プログラム形態またはロジック(logic)形態に内蔵されることが
できる。
【００４１】
　　　上記ゲート駆動回路部(230)は、上記タイミング制御部(220)から供給されるゲート
制御信号(GCS)に基づいて映像の表示順序に対応するゲート信号(GS)を生成し、該当ゲー
トライン(GL)に供給する。このような、上記ゲート駆動回路部(230)は、複数の集積回路(
IC)形態に形成されたり、各サブ画素(SP)のトランジスタ形成工程とともに表示パネル(10
0)の基板に直接形成されて上記複数のゲートライン(GL)それぞれの片側または両側に連結
されることができる。
【００４２】
　　　上記データ駆動回路部(240)は、上記タイミング制御部(220)から画素データ(DATA)
とデータ制御信号(DCS)の供給を受け、外部の基準ガンマ電圧供給部(図示せず)から複数
の基準ガンマ電圧の供給を受ける。このような、上記データ駆動回路部(240)は、データ
制御信号(DCS)によって複数の基準ガンマ電圧を用いて画素データ(DATA)をアナログ形態
のデータ電圧(Vdata)に変換し、変換されたデータ電圧(Vdata)を該当サブ画素(SP)のデー
タライン(DL)に供給する。このような、上記データ駆動回路部(240)は、複数の集積回路(
IC)の形態に形成されてデータライン(DL)の片側又は/及び両側に連結されることができる
。
【００４３】
　　　図4は、図3に示された本発明の第1実施例による劣化補償部を説明するためのブロ
ック図であり、図5は、本発明の第1実施例と第1比較例による有機発光素子の駆動時間に
応じた輝度の変化を示すグラフである。
【００４４】
　　　図4及び図5を参照すると、本発明の第1実施例による劣化補償部(210)は、劣化補償
ゲイン値算出部(211)、データ変調部(213)、及びデータ累積部(215)を含んで構成される
。
【００４５】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(S
P)の累積データに基づいて各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。この時
、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、各サブ画素(SP)の輝度を設定された初期輝度(ま
たは目標輝度)に増加させるための劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。例えば、上記劣化
補償ゲイン値算出部(211)は、該当サブ画素(SP)の累積データと設定された複数の補償時
点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれを比較し、上記該当サブ画素(SP)の累積データ
が上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同じかあるいはより大きい場合、該当サ
ブ画素(SP)の輝度を設定された初期輝度(または目標輝度)に増加させるための劣化補償ゲ
イン値(DCG)を算出する。
【００４６】
　　　上記複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれは、有機発光素子(OLE
D)の初期輝度と対比して設定された輝度低下値(Yset)に対応するようにだんだん大きい値
を有する予測累積データであって、有機発光素子(OLED)の初期輝度と対比して一定の輝度
低下時点に対する予測累積データからなるルックアップテーブル(Look-Up Table)または
関係式から設定されることができる。そして、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、累
積データに応じて1を超える実数値を有する劣化補償ゲイン値(DCG)がマッピングされたル
ックアップテーブル(Look-Up Table)を含んでいても良く、累積データに応じて1を超える
実数値を有する劣化補償ゲイン値(DCG)を導き出す演算を行う演算ロジック(Logic)を含ん
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でいても良い。
【００４７】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(211)による上記劣化補償ゲイン値(DCG)の算出方法の
一例を説明すると次の通りである。
【００４８】
　　　まず、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、サブ画素(SP)の累積データと1次補償
時点累積データ(Ref1)を比較し、比較結果に応じて上記サブ画素(SP)の累積データが1次
補償時点累積データ(Ref1)より小さい場合には1の値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)
を生成する一方、上記サブ画素(SP)の累積データが1次補償時点累積データ(Ref1)と同じ
かあるいはより大きい場合には1を超える実数値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)を生
成すると同時に1次補償フラグ(Flag)を生成して格納する。ここで、上記1次補償フラグ(F
lag)は、各サブ画素(SP)に対する1次劣化補償が行われたことを知らせる信号である。
【００４９】
　　　そして、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、上記1次補償フラグ(Flag)に基づい
て、各サブ画素(SP)の駆動によって持続的に累積されたサブ画素(SP)の累積データを2次
補償時点累積データ(Ref2)と比較し、前述したように、比較結果に応じて1を超える実数
値を有する2次補償ゲイン値(DCG)を生成すると同時に2次補償フラグ(Flag)を生成して格
納する。
【００５０】
　　　結果的に、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)は、前述した過程を繰り返して行う
ことによって各サブ画素(SP)の累積データが上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)
と同じかあるいはより大きい度に1を超える実数値を有する補償ゲイン値(DCG)を生成し、
各サブ画素(SP)の輝度を初期輝度に増加させる。
【００５１】
　　　上記データ変調部(213)は、上記劣化補償ゲイン値算出部(211)から供給される各サ
ブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)に基づいて、外部のシステム本体(図示せず)または
グラフィックカード(図示せず)から入力される各サブ画素(SP)の入力データ(Idata)を変
調して変調データ(Mdata)を生成する。例えば、上記データ変調部(213)は、上記入力デー
タ(Idata)と該当劣化補償ゲイン値(DCG)を乗算演算(×)して上記変調データ(Mdata)を生
成できるが、これに限定されずに、他の四則演算を通じて上記変調データ(Mdata)を生成
できる。
【００５２】
　　　上記データ累積部(215)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(SP)の累積デ
ータをリード(Read)し、リードされたサブ画素(SP)の累積データに上記データ変調部(213
)から出力される該当サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を累積して、現在フレームまでに
累積された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)をメモリ(300)に再度格納する。ここで、
上記データ累積部(215)は、各サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を毎フレームごとまたは
設定された複数のフレームごとに累積することができる。これにより、上記メモリ(300)
に格納された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)は、次のフレームの各サブ画素(SP)を
変調する基準データとして用いられ、初期化されずに、有機発光表示装置が駆動される間
に持続的に累積される。
【００５３】
　　　一方、図5において、グラフAは前述した劣化補償ゲイン値が適用されていない第1
比較例によるサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示し、グラフBは前述した劣化補
償ゲイン値を適用した本発明の第1実施例によるサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化
を示す。
【００５４】
　　　図5のグラフAから分かるように、第1比較例は、駆動時間に応じて有機発光素子の
劣化が進行されることによって、輝度が駆動時間の増加に伴って初期輝度からだんだん減
少することが分かる。
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【００５５】
　　　一方、図5のグラフBから分かるように、本発明の第1実施例は、前述したように各
サブ画素(SP)の累積データが上記複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同じか
あるいはより大きい度に劣化補償ゲイン値(DCG)が適用されてサブ画素(SP)の輝度が初期
輝度(Yint)に上昇することが分かる。
【００５６】
　　　このような、本発明の第1実施例による劣化補償部(210)を含む有機発光表示装置は
、劣化補償ゲイン値(DCG)の適用を通じて各サブ画素(SP)の輝度を初期輝度に補償し、長
時間高輝度の映像を表示することができる。
【００５７】
　　　図6は、図3に示された本発明の第2実施例による劣化補償部を説明するためのブロ
ック図である。
【００５８】
　　　図6を参照すると、本発明の第2実施例による劣化補償部(210)は、劣化補償ゲイン
値算出部(211)、データ変調部(213)、劣化加重値反映部(214)、及びデータ累積部(215)を
含んで構成される。このような構成を有する第2実施例による劣化補償部(210)は、劣化加
重値反映部(214)を除いた残りの構成が前述した図4及び図5に示された第1実施例による劣
化補償部と同一であるため、同一の構成に関する重複説明は省略することにする。
【００５９】
　　　上記劣化加重値反映部(214)は、上記データ変調部(213)から出力される各サブ画素
(SP)の変調データ(Mdata)の階調値（grayscale value）を分析して劣化加重値（degradat
ion weight）を算出し、算出された劣化加重値を該当サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)
に反映させて補正して、補正された変調データ(Mdata')を上記データ累積部(215)に供給
する。この時、上記各サブ画素(SP)の劣化加重値は、有機発光素子(OLED)の劣化特性、即
ち電気的なストレスによる有機発光素子(OLED)の非線形性劣化特性に基づいて同一の累積
データを有する有機発光素子(OLED)の劣化程度(または特性)が同一になるように設定され
る。
【００６０】
　　　具体的に有機発光素子(OLED)は、電気的なストレスによって劣化する。ここで、電
気的なストレスは入力データの大きさに比例する。しかし、累積データによる有機発光素
子(OLED)の劣化は非線形特性を有する。
【００６１】
　　　言い換えると、一定時間の間有機発光素子(OLED)に印加されるデータの時間に対す
る積分値(または累積データ値)が同一であっても、一定時間の間に有機発光素子(OLED)に
異なるデータが印加される場合、有機発光素子(OLED)の劣化は異なるようになる。例えば
、図7に示された通り、5時間の間100程度のストレスを印加した第1有機発光素子(OLED1)
と10時間の間50程度のストレスを印加した第2有機発光素子(OLED2)それぞれのストレス累
積値は同一であるが、上記第1有機発光素子(OLED1)の劣化程度は第2有機発光素子(OLED2)
より大きくなる。これにより、図8に示された通り、上記第1及び第2有機発光素子(OLED1
、OLED2)それぞれに同じ電流を印加する場合、上記第1有機発光素子(OLED1)の輝度は、上
記第2有機発光素子(OLED2)より低くなる。従って、上記劣化加重値反映部(214)は、上記
のような第1及び第2有機発光素子(OLED1、OLED2)の輝度を均一にするために、第1有機発
光素子(OLED1)に印加されるデータの階調値と第2有機発光素子(OLED2)に印加されるデー
タの階調値に応じてそれぞれ異なる劣化加重値を算出して入力されるデータに反映させる
。
【００６２】
　　　結果的に、上記劣化加重値反映部(214)は、入力されるデータの階調値に応じて0と
1の間の実数値を有する劣化加重値を生成することができる。即ち、上記劣化加重値反映
部(214)は、入力されるデータが8ビットであって、その階調値が255である場合、1の値を
有する劣化加重値を算出し、データの階調値が低いほど低い値を有する劣化加重値を算出
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するようになる。
【００６３】
　　　このような、上記劣化加重値反映部(214)は、有機発光素子(OLED)の電流に対する
輝度の特性に基づいた事前実験を通じてデータの階調値に応じた劣化加重値がマッピング
されたルックアップテーブル(Look-Up Table)(図示せず)またはデータの階調値に応じて
劣化加重値を導き出す演算ロジック(Logic)(図示せず);及び上記劣化加重値を上記変調デ
ータ(Mdata)に反映させて補正するデータ補正部(図示せず)を含んで構成されることがで
きる。
【００６４】
　　　再び図6において、上記データ累積部(215)は、上記メモリ(300)に格納された各サ
ブ画素(SP)の累積データをリード(Read)し、リードされたサブ画素(SP)の累積データに上
記劣化加重値反映部(214)から供給される補正された変調データ(Mdata')を累積して、現
在フレームまで累積された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)をメモリ(300)に再度格納
する。ここで、上記データ累積部(215)は、各サブ画素(SP)の補正された変調データ(Mdat
a')を毎フレームごとまたは設定された複数のフレームごと累積することができる。これ
により、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)は、次のフレ
ームの各サブ画素(SP)を変調する基準データとして用いられる。
【００６５】
　　　このような、本発明の第2実施例による劣化補償部(210)を含む有機発光表示装置は
、有機発光素子の非線形的な劣化特性に基づいた劣化加重値を累積データに反映させるこ
とによって、各サブ画素(SP)の輝度を初期輝度に補償して長時間高輝度映像を表示するこ
とができ、有機発光素子の劣化補償の精度を向上させることができる。
【００６６】
　　　図9は、図3に示された本発明の第3実施例による劣化補償部を説明するためのブロ
ック図であり、図10は、本発明においてサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示すグ
ラフである。
【００６７】
　　　図9及び図10を参照すると、本発明の第3実施例による劣化補償部(210)は、劣化補
償ゲイン値算出部(3211)、データ変調部(3213)、及びデータ累積部(3215)を含んで構成さ
れる。
【００６８】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(
SP)の累積データに基づいて各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。この時
、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、各サブ画素(SP)の輝度を最も多く劣化された有
機発光素子(OLED)を有するサブ画素の輝度と同一の輝度に減少させるための劣化補償ゲイ
ン値(DCG)を算出する。
【００６９】
　　　一例として、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、上記メモリ(300)に格納され
た全てのサブ画素(SP)の累積データのうち最大値を有する最大累積データを抽出し、抽出
された最大累積データと設定された複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞ
れを比較して最大累積データが上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同じかある
いはより大きい場合、上記最大累積データと各サブ画素(SP)の累積データ間の差値に基づ
いて上記各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。
【００７０】
　　　他の例として、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、該当サブ画素(SP)の累積デ
ータと設定された複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれを比較して上記
該当サブ画素(SP)の累積データが上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同じかあ
るいはより大きい場合、上記最大累積データと各サブ画素(SP)の累積データ間の差値に基
づいて上記各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。
【００７１】



(14) JP 2014-123126 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

　　　上記複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれは、有機発光素子(OLE
D)の初期輝度と対比して設定された輝度低下時点(t1、t2、t3)に対応する予測累積データ
であって、有機発光素子(OLED)の初期輝度と対比して一定の輝度低下時点に関する予測累
積データを導き出すルックアップテーブル(Look-Up Table)または関係式から設定される
ことができる。そして、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、累積データと最大累積デ
ータ間の差値に応じた1未満の実数値を有する劣化補償ゲイン値(DCG)がマッピングされた
ルックアップテーブル(Look-Up Table)を含んでいても良く、累積データと最大累積デー
タ間の差値に応じた1未満の実数値を有する劣化補償ゲイン値(DCG)を導き出す演算を行う
演算ロジック(Logic)を含んでいても良い。
【００７２】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)による上記劣化補償ゲイン値(DCG)の算出方法
の一例を説明すると次の通りである。
【００７３】
　　　まず、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、上記メモリ(300)に格納された全て
のサブ画素(SP)の累積データのうち最大値を有する最大累積データを抽出して劣化補償基
準データとして設定する。
【００７４】
　　　続いて、上記劣化補償基準データと1次補償時点累積データ(Ref1)を比較し、比較
結果に応じて上記劣化補償基準データが1次補償時点累積データ(Ref1)より小さい場合、1
の値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)を生成する。
【００７５】
　　　一方、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、上記劣化補償基準データが1次補償
時点累積データ(Ref1)と同じかあるいはより大きい場合、上記劣化補償基準データと上記
サブ画素(SP)の累積データ間の差値に応じて1未満の実数値を有する1次劣化補償ゲイン値
(DCG)を生成すると同時に1次補償フラグ(Flag)を生成して格納する。この時、上記劣化補
償ゲイン値算出部(3211)は、上記劣化補償基準データと同一の累積データを有するサブ画
素(SP)に対して1の値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)を生成する。
【００７６】
　　　次に、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は、上記1次補償フラグ(Flag)に基づい
て、各サブ画素(SP)の駆動によって持続的に累積されたサブ画素(SP)の累積データから前
述した劣化補償基準データを再設定し、再設定された劣化補償基準データと2次補償時点
累積データ(Ref2)を比較して、前述したように、比較結果に応じて1未満の実数値を有す
る各サブ画素(SP)の2次補償ゲイン値(DCG)を生成すると同時に2次補償フラグ(Flag)を生
成して格納する。
【００７７】
　　　結果的に、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)は前述した過程を繰り返して行うこ
とによって、上記劣化補償基準データが上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同
じかあるいはより大きい度に上記劣化補償基準データと上記サブ画素(SP)の累積データ間
の差値に応じて1未満の実数値を有する各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を生成し
、各サブ画素(SP)の輝度(D)を上記劣化補償基準データを有する基準サブ画素(SP)の輝度(
C)と同一になるように調整する。
【００７８】
　　　上記データ変調部(3213)は、上記劣化補償ゲイン値算出部(3211)から供給される各
サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)に基づいて外部のシステム本体(図示せず)または
グラフィックカード(図示せず)から入力される各サブ画素(SP)の入力データ(Idata)を変
調して変調データ(Mdata)を生成する。例えば、上記データ変調部(3213)は、上記入力デ
ータ(Idata)と該当劣化補償ゲイン値(DCG)を乗算演算(×)して上記変調データ(Mdata)を
生成できるが、これに限定されずに、他の四則演算を通じて上記変調データ(Mdata)を生
成することができる。
【００７９】



(15) JP 2014-123126 A 2014.7.3

10

20

30

40

50

　　　上記データ累積部(3215)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(SP)の累積
データをリード(Read)し、リードされたサブ画素(SP)の累積データに上記データ変調部(3
213)から出力される該当サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を累積して、現在フレームま
で累積された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)をメモリ(300)に再度格納する。ここで
、上記データ累積部(3215)は、各サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を毎フレームごとま
たは設定された複数のフレームごと累積することができる。これにより、上記メモリ(300
)に格納された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)は、次のフレームの各サブ画素(SP)を
変調する基準データとして用いられる。
【００８０】
　　　一方、図10において、グラフCは最大累積データを有する基準サブ画素の駆動時間
に応じた輝度の変化を示し、グラフDは基準サブ画素を除いた残りのサブ画素の駆動時間
に応じた輝度の変化を示す。
【００８１】
　　　図10から分かるように、各サブ画素の一定の輝度低下時点(t1、t2、t3)ごとに最大
累積データを有する基準サブ画素と異なる累積データを有するサブ画素間の累積データの
差値に応じて前述した劣化補償ゲイン値(DCG)が算出されて適用されることによって、各
サブ画素(SP)の輝度(D)が最大累積データを有する基準サブ画素の輝度(C)と同一に調整さ
れることが分かる。
【００８２】
　　　このような、本発明の第3実施例による劣化補償部(210)を含む有機発光表示装置は
、劣化補償ゲイン値(DCG)の適用を通じて各サブ画素(SP)の輝度を低くすることによって
、各サブ画素(SP)の有機発光素子(OLED)に加えられる電気的ストレス(Stress)の程度を低
くして劣化を遅延させ、有機発光素子(OLED)の寿命を延長させることができる。
【００８３】
　　　一方、本発明の第3実施例による劣化補償部(210)は、前述した図6に示された上記
劣化加重値反映部(214)をさらに含んで構成されることができ、この場合、上記劣化加重
値反映部(214)は上記データ変調部(3213)から出力される各サブ画素(SP)の変調データ(Md
ata)に該当劣化加重値を反映させ、上記データ累積部(3215)は上記劣化加重値が反映され
た変調データ(Mdata')と該当累積データを累積してメモリ(300)に格納するようになる。
【００８４】
　　　図11は、図3に示された本発明の第4実施例による劣化補償部を説明するためのブロ
ック図であり、図12は、本発明において、サブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示す
グラフである。
【００８５】
　　　図11及び図12を参照すると、本発明の第4実施例による劣化補償部(210)は、劣化補
償ゲイン値算出部(4211)、データ変調部(4213)、及びデータ累積部(4215)を含んで構成さ
れる。
【００８６】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(
SP)の累積データに基づいて各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。この時
、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、各サブ画素(SP)の輝度を全てのサブ画素(SP)に
おいて中間(または平均)程度に劣化された有機発光素子(OLED)を有するサブ画素の輝度と
同一の輝度に調整するための上記劣化補償ゲイン値(DCG)を算出する。例えば、上記劣化
補償ゲイン値算出部(4211)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(SP)の累積デー
タのうち最大値を有する最大累積データと最小値を有する最小累積データの中央(mean)累
積データ、または全てのサブ画素(SP)の累積データに関する平均累積データを劣化補償基
準データに設定し、設定された劣化補償基準データと設定された複数の補償時点累積デー
タ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれを比較して、上記劣化補償基準データが上記補償時点累積
データ(Ref1、Ref2、Ref3)と同じかあるいはより大きい場合、上記劣化補償基準データと
各サブ画素(SP)の累積データ間の差値に基づいて各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG
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)を算出する。
【００８７】
　　　上記複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれは、有機発光素子(OLE
D)の初期輝度と対比して設定された輝度低下時点(t1、t2、t3)に対応する予測累積データ
であって、有機発光素子(OLED)の初期輝度と対比して一定の輝度低下時点に関する予測累
積データを導き出すルックアップテーブル(Look-Up Table)または関係式から設定される
ことができる。そして、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、累積データと上記劣化補
償基準データ間の差値に応じた1未満または1を超える実数値を有する劣化補償ゲイン値(D
CG)がマッピングされたルックアップテーブル(Look-Up Table)を含んでいても良く、累積
データと上記劣化補償基準データ間の差値に応じた1未満または1を超える実数値を有する
劣化補償ゲイン値(DCG)を導き出す演算を行う演算ロジック(Logic)を含んでいても良い。
【００８８】
　　　上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)による上記劣化補償ゲイン値(DCG)の算出方法
の一例を説明すると次の通りである。
【００８９】
　　　まず、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、上記メモリ(300)に格納された各サ
ブ画素(SP)の累積データのうち最大値を有する最大累積データと最小値を有する最小累積
データの中央(mean)累積データ、または全てのサブ画素(SP)の累積データに関する平均累
積データを劣化補償基準データとして設定する。
【００９０】
　　　続いて、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、設定された劣化補償基準データと
設定された複数の補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)それぞれを比較し、上記劣化補
償基準データが1次補償時点累積データ(Ref1)より小さい場合、1の値を有する1次劣化補
償ゲイン値(DCG)を生成する。
【００９１】
　　　一方、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、上記劣化補償基準データが1次補償
時点累積データ(Ref1)と同じかあるいはより大きい場合、上記劣化補償基準データと各サ
ブ画素(SP)の累積データ間の差値に基づいて1未満または1を超える実数値を有する1次劣
化補償ゲイン値(DCG)を生成すると同時に、1次補償フラグ(Flag)を生成して格納する。こ
こで、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、上記劣化補償基準データより小さい累積デ
ータを有するサブ画素(SP)に対しては1未満の実数値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)
を生成し、上記劣化補償基準データより大きい累積データを有するサブ画素(SP)に対して
は1を超える実数値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)を生成する。そして、上記劣化補
償ゲイン値算出部(4211)は、上記劣化補償基準データと同一の累積データを有するサブ画
素(SP)に対しては1の値を有する1次劣化補償ゲイン値(DCG)を生成する。
【００９２】
　　　次に、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、上記1次補償フラグ(Flag)に基づい
て、各サブ画素(SP)の駆動によって持続的に累積されたサブ画素(SP)の累積データから前
述した劣化補償基準データを再設定し、再設定された劣化補償基準データと2次補償時点
累積データ(Ref2)を比較して、前述したように、比較結果に応じて1未満または1を超える
実数値を有する各サブ画素(SP)の2次補償ゲイン値(DCG)を生成すると同時に、2次補償フ
ラグ(Flag)を生成して格納する。
【００９３】
　　　結果的に、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)は、前述した過程を繰り返して行う
ことによって、上記劣化補償基準データが上記補償時点累積データ(Ref1、Ref2、Ref3)と
同じかあるいはより大きい度に上記劣化補償基準データと上記サブ画素(SP)の累積データ
間の差値に応じて1未満または1を超える実数値を有する各サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン
値(DCG)を生成し、各サブ画素(SP)の輝度(F、G)を上記劣化補償基準データを有する基準
サブ画素(SP)の輝度(E)と同一になるように調整する。
【００９４】
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　　　上記データ変調部(4213)は、上記劣化補償ゲイン値算出部(4211)から供給される各
サブ画素(SP)の劣化補償ゲイン値(DCG)に基づいて外部のシステム本体(図示せず)または
グラフィックカード(図示せず)から入力される各サブ画素(SP)の入力データ(Idata)を変
調して変調データ(Mdata)を生成する。例えば、上記データ変調部(4213)は、上記入力デ
ータ(Idata)と該当劣化補償ゲイン値(DCG)を乗算演算(×)して上記変調データ(Mdata)を
生成することができるが、これに限定されずに、他の四則演算を通じて上記変調データ(M
data)を生成することができる。
【００９５】
　　　上記データ累積部(4215)は、上記メモリ(300)に格納された各サブ画素(SP)の累積
データをリード(Read)し、リードされたサブ画素(SP)の累積データに上記データ変調部(4
213)から出力される該当サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を累積して、現在フレームま
で累積された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)をメモリ(300)に再度格納する。ここで
、上記データ累積部(4215)は、各サブ画素(SP)の変調データ(Mdata)を毎フレームごとま
たは設定された複数のフレームごと累積することができる。これにより、上記メモリ(300
)に格納された各サブ画素(SP)の累積データ(Adata)は、次のフレームの各サブ画素(SP)を
変調する基準データとして用いられる。
【００９６】
　　　一方、図12において、グラフEは前述した劣化補償基準データを有する基準サブ画
素の駆動時間に応じた輝度の変化を示し、グラフFは劣化補償基準データより小さい累積
データを有するサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示し、グラフGは劣化補償基準
データより大きい累積データを有するサブ画素の駆動時間に応じた輝度の変化を示す。
【００９７】
　　　図12から分かるように、各サブ画素の一定の輝度低下時点(t1、t2、t3)ごとに前述
した劣化補償基準データを有する基準サブ画素と異なる累積データを有するサブ画素間の
累積データ差値に応じて前述した劣化補償ゲイン値(DCG)が算出されて適用されることに
よって、各サブ画素(SP)の輝度(F、G)が上記劣化補償基準データを有する基準サブ画素の
輝度(E)と同一に調整されることが分かる。即ち、上記劣化補償基準データより小さい累
積データを有するサブ画素(SP)の輝度(F)は、上記劣化補償基準データを有する基準サブ
画素の輝度(E)と同一になるように下方に修正される一方、上記劣化補償基準データより
大きい累積データを有するサブ画素(SP)の輝度(G)は、上記劣化補償基準データを有する
基準サブ画素の輝度(E)と同一になるように上方に修正されることが分かる。
【００９８】
　　　このような、本発明の第4実施例による劣化補償部(210)を含む有機発光表示装置は
、劣化補償ゲイン値(DCG)の適用を通じて各サブ画素(SP)の輝度を全てのサブ画素(SP)の
中間(または平均)輝度に調整することによって、各サブ画素(SP)の有機発光素子(OLED)に
加えられる電気的ストレス(Stress)の程度を調節して劣化を遅延させ、有機発光素子(OLE
D)の寿命を延ばすことができる。
【００９９】
　　　一方、本発明の第4実施例による劣化補償部(210)は、前述した図6に示された上記
劣化加重値反映部(214)をさらに含んで構成されることができ、この場合、上記劣化加重
値反映部(214)は上記データ変調部(3213)から出力される各サブ画素(SP)の変調データ(Md
ata)に該当劣化加重値を反映させ、上記データ累積部(3215)は上記劣化加重値が反映され
た変調データ(Mdata')と該当累積データを累積してメモリ(300)に格納するようになる。
【０１００】
　　　以上において説明した本発明は、前述した実施例及び添付の図面に限定されるもの
ではなく、本発明の技術的事項を逸脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能で
あるということは本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって明白で
あろう。
【符号の説明】
【０１０１】
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　 100:表示パネル
　 200:パネル駆動部
　 210:劣化補償部
　 211:劣化補償ゲイン値算出部
　 213:データ変調部
　 214:劣化加重値反映部
　 215:データ累積部
　 220:タイミング制御部
　 230:ゲート駆動回路部
　 240:データ駆動回路部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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